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１．はじめに 

これまで我々は磁性ガーネット（化学式 R3A5O12; R:希土類、A:Fe、Gaなど）の希土類サイトを Biで高

濃度に置換（R:Bi＝0.5:2.5 など）した非平衡相の薄膜を、低濃度に Bi 置換したバッファ層上に形成する

ことでガラス基板上に作製してきた。これにより大面積の磁気イメージングプレートなどが実現できている。

近年、この Bi 置換磁性ガーネットの GHｚ帯における高周波特性が希土類イオンに大きく依存することが

明らかになり、希土類イオンの 4ｆ電子が半分以下の場合、良好な特性を示す可能性があるとされている。

そこで本研究では希土類を Euに限定し、Eu0.5Bi2.5Fe5O12の組成で良質な薄膜が得られるバッファ層の組

成を調査した。バッファ層には Nd、Sm、Eu を用い、組成は R2BiFe5O12とした。 

２． 実験方法 

薄膜作製は MOD 法を用いた。原料溶液を石英基板に塗布し、乾燥 150ºC、5 min、仮焼成 450ºC、

15min、本焼成 700ºC、30 min でバッファ層は 3 層、本層は 5 層とした。またバッファ層形成時に(1)仮焼

成のみのもの、(2)仮焼成をせず本焼成だけしたもの、(3)仮焼成で 3層積層後、最後に本焼成したものの

3つの場合を検証した。得られた試料は XRD測定を行って評価した。 

３．結果と考察 

Fig.1に示すようにバッファ層に Eu、Ndが含まれた試料からガーネット構造を示すXRDパターンが確認

され、ガラス基板上にこれらの磁性ガーネットを作製することに成功した。この 2 種類のガーネットにおい

て(420)回折線のピーク強度はEu < Ndとなった。仮焼成だけで作製したバッファ層Ndの場合はガーネッ

ト構造が得られなかった。Smは全ての場合においてガーネット構造は得られなかった。 
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    (a) Eu2BiFe5O12 buffer layer     (b) Nd2BiFe5O12 buffer layer    (c) Sm2BiFe5O12 buffer layer 

Fig. 1 XRD patterns of Eu0.5Bi2.5Fe5O12 garnet thin films with various composition buffer layer. 
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